Расчет параметров модели полупроводникового лазера по измеренным выходным характеристикам
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В настоящее время для создания высококогерентных лазерных источников используются технологии гибридной интеграции элементов компонентов интегральной оптики – излучающего полупроводникового диода и внешнего элемента связи [1]. В качестве внешнего элемента связи используются высокодобротные микрокольцевые резонаторы, добротность и коэффициент отражения которых могут быть определены из экспериментально измеряемых спектров пропускания [2]. Для моделирования динамики генерации многочастотного лазерного диода в режиме захвата на внешний микрокольцевой резонатор необходимо подобрать адекватную теоретическую модель и вычислить использующиеся в модели параметры.
Для описания динамики лазерного диода типа Фабри-Перо [3] в допущении одночастотной лазерной генерации, используется система скоростных уравнений [4] для комплексной амплитуды 
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 и числа свободных носителей заряда 
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 в объёме полупроводника:
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Здесь 
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 - линейная аппроксимация коэффициента усиления; 
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 и 
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 - время жизни фотонов и свободных ностелей заряда в активной области полупроводника, соответственно; 
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 - фактор Генри; 
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 - ток накачки лазерного диода;
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) – слагаемое, характеризующее случайный (белый) шум [4].
В данной работе параметры численной модели рассчитываются исходя из требования минимизации отклонения экспериментальных данных (ватт-амперной характеристики, спектра лазерной генерации и спектра шума частоты) от данных, полученных при численном моделировании используемой теоретической модели.
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